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１．概要（Summary） 

これまでに、我々は金誘起層交換成長(GIC)法によ

り、250 ~ 300 ºCという低温で、ガラスやプラスチッ

ク基板上に(111)配向した大粒径(~1 mm)の結晶 Ge 薄

膜を形成することに成功しており[1]、それを用いた薄

膜トランジスタの作製および動作にも成功している

[2]。最近、我々は同時蒸着で形成した GeAu層を用い

ることで作製プロセスの大幅な簡素化に成功した。本

研究ではこの手法で作製した結晶 Ge 薄膜をフォトリ

ソグラフィーでホールバーに加工し、その電気伝導特

性を評価した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 電子線描画装置(50 kV)  

【実験方法】 

 結晶 Ge 薄膜をホールバーに加工するためのフォトマス

クを、電子線描画装置を用いて技術代行により作製した。

フォトリソグラフィーと Ar+イオンミリングにより Fig. 1のよう

なホールバーを形成し、電流-電圧特性およびホール効

果測定により、結晶Ge薄膜の電気伝導特性を評価した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig. 2は、結晶 Ge薄膜のホール電圧の印加磁場依存

性である。右上がりのグラフになっており、伝導キャリアが

正孔あることを示唆している。グラフの傾きから正孔密度

npを算出すると、np = 1.0 × 1019 cm-3という値が得られた。

また、抵抗率と正孔密度から正孔移動度 µp を算出したと

ころ µp = 57 cm2/Vs という値を得た。この値は、従来の

GIC 法で作製した結晶 Ge 薄膜の µpと比べて 1/4 程度

であり、結晶粒界や残留 Au 原子の影響の増大が懸念さ

れる。今後は、Ge 結晶粒の大粒径化や残留 Au 原子の

低減を試み、結晶 Ge薄膜の電気伝導特性の改善に取り

組む予定である。 
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Fig. 2 結晶 Ge薄膜のホール電圧の磁場依存性 
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Fig. 1 作製した結晶 Ge薄膜ホールバーの写真 


